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【はじめに】 我々は、多品種少量生産に適した半導体デバイス製造システムとして、ハーフイン
チウェハ(12.5mm)を製造単位とするミニマルファブを提唱し、その開発を進めている 1。ミニマ
ルファブでは、製造装置内に局所クリーン環境を構築しているため、クリーンルームを必要とし
ない。たとえば、オフィス等にも設置することができ、必ずしも工場を建てる必要が無い。その
ため最小限の投資で半導体製造を行うことが出来る。 

そこで問題となるのが、クリーンルームと違い温度や湿度など環境制御が十分になされていな
いことによるプロセスへの影響である。特に、リソグラフィ工程は環境変化による影響を受けや
すく、敏感に処理結果が変動してしまう。そのため、ミニマル装置内の環境を、安定した処理結
果が得られるように制御する必要がある。そこで、ミニマル装置で制御する必要のあるプロセス
変動要因を見極めることを目的として実験を行った。 

従来の報告では、比較的小さな温湿度領域での影響しか調べられていない。たとえば、文献[2]

では、図１中 A の領域に示す小さな温湿度領域で実験されている。それは、クリーンルームの温
湿度が、この温湿度領域で固定されているからである。そこで前回、温湿度を大きく変化させて
実験を行い、そのときのレジスト膜厚の変化を測定したところ、レジスト膜厚の変化が谷のよう
に見える領域が現れたことを報告した 3。今回は、更に広い温湿度範囲で実験を行い、より詳しい
データを取得したのでその結果を報告する。 

【実験】 実験には、ミニマルコーターを使用する。温度制御には、処理室全体を変化させるため、

室内エアコンの吹き出し冷気をコーターまでダクトで導いた。また、ドライエアーと超純水でバ

ブリングしたエアーの混合気体を、ULPA フィルターを通して装置内へ導入することにより湿度

制御を行った。温度範囲は約 17℃～28℃、湿度範囲は約 0～60%までの範囲で変化させた。この

ような非常に広い範囲で温度及び湿度を変化させながら、そのときのフォトレジストのコーティ

ング膜厚の変化を調べた。 

【結果と考察】 図１に示すように、非常に広い

温湿度領域でレジスト膜厚の膜厚変動は、

8.9nm/℃、-2.5nm/湿度%であり、また、膜厚一

定条件下では、3.8 湿度%/℃であることが見い

だされた。前回の報告で見られたような、レジ

スト膜厚の変化が谷のように見える領域は見ら

れないため、前回の実験では実験方法に誤りが

あったことが分かった。前回の実験では、温湿

度及びカップ排気速度が不安定で制御できてい

なかったことが原因であったことが判明した。

今回得られた結果から、温湿度領域によらず、

温湿度の膜厚への影響度合いはほぼ一定である

ことが見いだされた。 
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※6月取得データのみを選択

温度と湿度とレジスト膜厚の関係
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図１ 温湿度とレジスト膜厚の関係 
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